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NextDrive® IVCR1412 集成负压偏置与米勒效应抑制功能的紧凑型  

SiC MOSFET 驱动器

1.  特性 

• 6 引脚 SOT-23 封装  

• 2A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流 

• 80ns 灌电流持续控制 

• 高达 30V 宽范围 VDD 供电 

• VDD 欠压保护，4.5V 到 25V 推荐工作电压 

• 集成-2V 负压输出（默认)，或者 0V 输出可选 

• 米勒效应抑制 

• 可配置的输出驱动电流 

• 低至-5V 的负压输入  

• 兼容 TTL 及 CMOS 输入电平 

• 低传播延时 (16ns) 

• 输入浮空时输出为低电平 

• -40oC 到 125oC 的工作温度范围 

 

2. 应用 

• 用于新兴的宽带隙功率器件驱动 

• 并联功率器件驱动 

• 电机驱动 

• AC/DC 及 DC/DC 转换器 

• 服务器和通讯设备的整流器 

• EV/HEV 逆变器及 DC/DC 转换器 

• PV 升压及逆变器 

• UPS 

3. 描述 

IVCR1412 是 NextDrive® 系列产品之一。它是

SOT-23封装的 6引脚紧凑型驱动器。该驱动器消

除了全部栅极电阻并将栅极驱动环路杂散电感降

至最低。该驱动器集成了一个负电压电荷泵来提

供 -2V 的关断电压。如果不需要 -2V 的关断电压，

直接使用 OUT 输出即可。由于栅极驱动回路中不

存在栅极电阻，驱动器输出引脚的强下拉控制能

有源抑制米勒效应并可靠地关闭 MOSFET。关断

时，驱动器的输出首先以 4A 电流下拉 80ns。之

后，以 3 欧姆的下拉电阻使 OUT 保持低电平，并

为栅极驱动器环路震荡提供必要的阻尼。为了调

整 MOSFET的开关速度，驱动器提供了一个驱动

电流编程引脚便于进行设置。该驱动器集成了负

压偏置和有源米勒效应抑制功能，并消除了栅极

电阻，是业界首款 SiC MOSFET驱动器 IC。它为 

SiC MOSFET 提供了一种方便、紧凑且可靠的栅

极驱动解决方案。  该驱动器也适用于  Si 

MOSFET 和 IGBT 驱动。 

 

器件信息 

器件型号 封装 包装 

IVCR1412SR SOT-23-6 Tape and Reel 
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典型应用图                               引脚分布 
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4. 引脚配置及功能 

引脚 名称 I/O 描述 

1 VDD P 供电电压 

2 OUT O 前置负压电容的上拉输出 

3 NEG O 负输出，连接负压电容和 MOSFET 栅极 

4 GND G 地 

5 CFG I 峰值拉电流大小的配置输入 

6 IN I 输入 

 

 

  

Downloaded From  Oneyac.com

https://www.oneyac.com


Aug 2022 

3 
 

5. 技术指标 

5.1 绝对最大额定值 

在室温范围（除非另有说明） (1) 

  最小 最大 单位 

VDD 供电电压 -0.3 30 V 

OUT 栅极驱动输出电压 -0.3 VDD+0.3 V 

IN 信号输入电压 -5 30 V 

CFG 配置输入电压 -0.3 5.5 V 

TJ      结温 -40 150 °C 

TSTG 存储温度 -65 150 °C 

(1) 如果运行超出“绝对最大额定值”中列出的范围，可能会对器件造成永久性损坏。 长时间处在绝对最大额定值条件下

可能会影响器件的可靠性。 

 

5.2  防静电等级 

  值 单位 

V(ESD)   静电 

            放电 

人体模型 (HBM)，ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) +/-2000 
V 

带电器件模型 (CDM)，JEDEC 规格 JESD22-C101(2) +/-500 

(1) JEDEC 文件 JEP155 规定，500V HBM 允许通过标准 ESD 控制过程进行安全制造。 

(2) JEDEC 文件 JEP157 规定，250V CDM 允许通过标准 ESD 控制过程进行安全制造。 

 

5.3  推荐工作条件 

  最小 最大 单位 

VDD 供电电压 4.5 25 V 

VIN 驱动输入电压 0 25 V 

TA 环境温度 -40 125 °C 
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5.4  电气特性 

除非特别说明, VDD 为 15 V, TA 为 –40°C 到 125°C。 

              在25℃环境下，在指定的管脚上，电流正向为输入，负向为输出。 

参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 

偏置电流 

IDDq           静态电流 IN=0V             0.7  mA 

欠压保护 

VON          
欠压保护阈值 

上升阈值                         4.1 4.4 V 

VOFF         下降阈值 3.5 3.7  V 

输入 (IN) 

VINH          输入上升阈值   1.9 2.2 V 

VINL           输入下降阈值  1 1.2  V 

VINHYS        输入滞回   0.7  V 

VINNS          负压输入  -5   V 

配置 (CFG) 

VCFG CFG 电压   1.2  V 

输出 

IOH            峰值拉电流 

CLOAD =0.22uF, RCFG=NC  2  

A 
CLOAD =0.22uF, RCFG=16kOhm  1.55  

CLOAD =0.22uF, RCFG=5kOhm  1.2  

CLOAD =0.22uF, RCFG=64kOhm  0.9  

IOLF             峰值脉冲灌电流 CLOAD =0.22uF  4  A 

TOLF 
峰值灌电流脉冲

宽度 
  80  ns 

VOH          输出高电平 

IOUTH = -10mA, RCFG=NC  VDD-0.02 0.035 V 

IOUTH = -10mA, RCFG=16kOhm  
VDD-

0.0225 
  

IOUTH = -10mA, RCFG=5kOhm  VDD-0.03   

IOUTH = -10mA, RCFG=64kOhm  VDD-0.04   

VOL     输出低电平 IOUTL = 10mA  0.02 0.038 V 

ROH          输出上拉电阻 

RCFG=NC  2 2.5 

Ω 
RCFG=16kOhm  2.6  

RCFG=5kOhm  3.3  

RCFG=64kOhm  4.4  

ROL 
TOLF后输出下拉

电阻 
  2 3.8 Ω 

VNEG NEG 负压 OUT=L  -2  V 

时序 

TDRR          上升延迟 

CLOAD = 1.8nF, RCFG=NC 

 15 30 ns 

TDFF          下降延迟  15 30 ns 

TR        上升时间  12 30 ns 

TF           下降时间  6 12 ns 
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6. 典型特征 

  

图 2. 工作电流 IDDq vs VDD 

 

图 4. 传输延迟 vs VDD 

 

图 6. 上升时间和下降时间 vs VDD 

 

图 1. 静态电流 IDDq vs 温度 

 

图 3. 传输延迟 vs 温度 

图 5. 上升时间和下降时间 vs 温度 
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7. 详细说明  

IVCR1412 是一款紧凑的单通道高速低侧栅极 SiC MOSFET 驱动器。它的峰值拉电流大小可以进行设置，同时 

由于它消除了输出的栅极电阻，因而可以最大限度地减少了栅极驱动环路的杂散电感。它具有负压偏置输出和

有源米勒钳位功能，以此提高了 SiC MOSFET 开关时的驱动器抗噪能力。 

 

7.1 输入 

IN 是同向逻辑栅极驱动器输入引脚。该引脚具有弱下拉电阻。悬空时，输出被拉至 GND。输入为 TTL 和 

CMOS 兼容逻辑电平，最大输入容差为 30V。 

 

7.2 输出 

OUT 是栅极驱动器输出引脚。OUT 由一个可配置的上拉和固定下拉输出级组成。它可以提供高达 2A 峰值拉电

流和 4A 峰值灌电流脉冲。OUT 可在 VDD 和 GND 之间轨至轨变化。4A 峰值灌电流持续 80ns。80ns后，3 欧

姆的下拉电阻使OUT保持低电平，并为栅极驱动器环路提供阻尼。驱动器输出MOSFET的体二极管也会提供电

压钳位通路来限制输出电压超过或者低于这个范围。在许多情况下，外部的肖特基二极管钳位并非必要。 

 

7.3 供电电压和欠压保护 

IVCR1412 的绝对最大额定电压为 30V。它适用于 Si MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 栅极驱动.。驱动器内

部具有欠压保护功能。当 VDD 电平低于欠压保护阈值时，驱动器将会忽视输入信号，将输出置低。 

7.4 峰值拉电流大小配置 

CFG 是一个输出峰值拉电流大小可编程的引脚，它提供从 0.9A 至 2A 的 4 级拉电流大小配置。输出峰值灌电

流的大小是固定的。CFG 引脚开路会将输出拉电流设置为其最大值 2A。 

7.5 负压输出 

NEG 是输出电容充电和稳压管脚。它调节 NEG 与 OUT 引脚之间的电容上的电压保持为 -2V。如果需要负关断

电压，NEG 应直接连接到 MOSFET 的栅极，使驱动电压的高低电平分别为 VDD-2V 和-2V。如果需要 0V 关断

电压，则 OUT 应连接到 MOSFET 的栅极。为了减小电荷上的分压，NEG 和 OUT 之间的负压电容应至少比

MOSFET 的栅极电容大 10 倍，建议使用 1uF 电容。 
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8. 应用和实现 

为了在导通和关断时实现并联 MOSFET 的动态均流，通常使用串联栅极电阻的方式来对 MOSFET 的栅极间进

行解耦。然而，串联栅极电阻和栅极驱动回路中的任何电阻都会降低电路抑制米勒效应的能力。通过使用电流

源驱动和米勒钳位，IVCR1412 有效地消除了栅极电阻，并提供一种简单的方法来抑制米勒效应。由于传播延

迟时间短，减小了器件之间的失配，由 IVCR1412 单独驱动的并联 MOSFET 可以实现良好的动态均流。  
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动态均流的并联 MOSFET 驱动电路 
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9. 封装信息 

SOT-23-6 封装尺寸 
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SOT-23-6 推荐焊盘尺寸 
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